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1. Si consideri un amplificatore di tensione con Av0=104, fp=100 Hz, Rin = 1 MΩ, Rout = 500 Ω. 

Si reazioni l’amplificatore in modo da ottenere una resistenza di ingresso maggiore di 10 MΩ, 
una resistenza di uscita maggiore di 50 KΩ, e limite superiore di banda fH = 20 KHz. Si 
supponga che il carico sia una resistenza RL = 5 KΩ. 

2. Disegnare lo schema di un oscillatore di Hartley e dimensionare i componenti in modo 
che si inneschi un oscillazione a frequenza 2 MHz. Giustificare il procedimento.  

3. Supponiamo che fino all’istante t=0- un inverter CMOS abbia l’ingresso alto (VDD = 5 V) e 
l’uscita bassa (0 V). Il carico del CMOS sia una capacita’ di valore 1 nF. All’istante t=0 
l’ingresso dell’inverter diventa zero. Calcolare dopo quanto tempo la tensione di uscita 
dell’inverter raggiunge VDD/2 = 2.5 V.  
Sia Vtn = - Vtp = 2 V; Kn=Kp=1 mA/V2. [Si supponga che la caratteristica di un pMOSFET in 
zona di saturazione sia ID=Kp(VGS-VTp)2/2, e in zona triodo si possa scrivere ID=Kp(VGS-
VTp)VDS]. 

4. Disegnare e quotare la porta complessa CMOS con tre ingressi e con il minor numero di 
transistori che svolga seguente la funzione logica: l’uscita Y è 1 se ci sono un numero dispari di 
uno in ingresso, zero altrimenti. 

  
Punteggio totale Parte A: 14. 

 
Parte B 

 
Dato l'amplificatore disegnato in figura, calcolare: 
− il punto di riposo dei due transistori,  
− l'amplificazione Vu/Vs a centrobanda,  
− il limite superiore di banda e il limite inferiore di banda 

NOTE: J1 e J2 sono 2N3819 con rd  ∞ 
 
Punteggio totale Parte B: 14. 

 




















